附件15：

“介电衬底上高质量大面积石墨烯信息器件的构筑与
特性研究”重大项目指南

石墨烯独特的结构蕴含了丰富而新奇的物理、化学与电子学性质，在信息器件与电路等领域具有广阔的应用前景，是目前信息科学发展最为迅速和活跃的研究前沿之一。近年来，石墨烯研究已取得了一系列重要进展，新发现、新成果不断涌现，但总体来说在实用化信息器件方面仍面临很多挑战，亟待解决。特别是基于高质量大面积石墨烯的信息器件构筑及其特性研究备受关注。

本重大项目瞄准领域研究前沿，针对石墨烯信息器件的一些关键基础问题，开展新概念、新方法和新技术的研究。围绕石墨烯应用于构筑信息器件与电路的需求，探索石墨烯在介电衬底上外延生长，发展高质量大面积石墨烯的可控制备方法，研究其新特性与新效应，探索基于介电衬底上石墨烯的新原理器件和新应用。
一、科学目标

以获得实用化石墨烯信息器件为目标，开发出几种在介电衬底上生长毫米级单晶石墨烯的新方法，发展介电衬底上石墨烯信息器件的构筑方法，研究石墨烯信息器件的可控加工与性能调控，探索石墨烯器件性能与器件结构之间的关系。在介电衬底上开发出具有自主知识产权的高性能新原理石墨烯信息器件，提升我国石墨烯信息器件的自主研发能力和在该领域的学术影响力，建设一支创新能力强、多学科交叉的国际一流研究队伍。
二、研究内容

（一）金属单晶表面外延生长大面积高质量石墨烯及其介电插层。
发展和完善金属单晶表面大面积高质量石墨烯材料的外延生长技术，探索外延石墨烯与金属基底界面间的介电插层；发展厚度可控且无损石墨烯高质量的介电插层技术，实现介电插层的绝缘化，为研究与硅技术融合的石墨烯器件性能提供可能；基于密度泛函理论的第一性原理计算，结合实验，研究结构与物性的关联，实现石墨烯性能的调控。

（二）介电衬底上大面积高质量石墨烯的直接生长及其性能调控。
以介电层上直接生长石墨烯为研究体系，探索在各种传统介电层材料和新型h-BN薄膜上直接生长高质量石墨烯的工艺，研究石墨烯成核和生长过程，发展与硅电子工艺兼容的石墨烯生长技术和性能调控方法。

（三）基于大面积高质量石墨烯的信息器件构筑与性能调控。
研究介电衬底上石墨烯器件结构的加工方法，解决加工过程中介电衬底上的电荷聚集效应，实现硅晶圆级高分辨率纳米器件结构的可控加工，研究器件结构与性能的关系与调控方法，探索外场对器件性能的影响和作用机制。

（四）高性能石墨烯信息器件与电路的制备和性能研究。

针对介电衬底上石墨烯的独特性能，探索石墨烯信息器件与硅基CMOS技术的集成方法。基于高质量大面积石墨烯材料制备石墨烯信息器件，探索石墨烯器件在高性能电路、磁/光探测器方面的应用。
三、资助期限  5年 （2014年1月至2018年12月）
四、资助经费  2000万元
五、申请注意事项     

1. 申请人应当认真阅读本项目指南和通告，不符合项目指南和通告的申请项目不予受理。

2. 申请书的附注说明选择“介电衬底上高质量大面积石墨烯信息器件的构筑与特性研究”（以上选择不准确或未选择的项目申请不予受理）。

3. 本项目由信息科学部负责受理。
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